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MEMORTA DESCRIPTIVA
que se pfesenta para unir a la solicitud
de
PATENTE DE INVENCION

formulada el dia 5 de Octubre de 1.966, con el N2 331L.940

en

ESPANA
por VEINTE afios
a nombre de N.V. PHILIPS' GLOEILAIPENFABRIEKEN, entidad
holandesa, establecida en EBmmasingel 29, Eindhoven, Holanda
por:
WMETODO DE JABRICACION DI Ul DISPOSITIVO SEMICONDUCTORY

La invencidn se refiere a un método de fabricacidn
de un dispositivo semiconductor, mds particularmente un
diodo a cristal o un transistor, que tiene una envoltura
sellada a travéds de cuya pared es pasado al menos un con-
ductor cuya parte que se extiende dentro de la envoltura
alcanza una temperatura elevada durante el proceso de se-
1llado. Por "alta temperatura" debe entenderse en la presen—
te una temperatura del orden de la temperatura de sellado,
por ejemplo, en el caso de una envoltura de vidrio, del

orden de la temperatura de ablandamiento del vidrio usadoe:
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Se ha encontrado gque despues del sellado tales dis-
nositivos pueden exhibir inestabilidades. Las investigacio-
nes han mostrado que estas inestabilidades podrian deberse
a la formacidn de productos de oxidacidn sobre la parte de
dicho conductor que se extiende dentro de la envoltura, pro-
ductos que podrien descararse, por ejemplo, y podrian perju-
dicar las propiedades eléctricas del dispositivo. Se ha en-
contrado como otre cause potencial que debido a dicha oxida-
cidn disminuia el contenido de oxigeno dentro de la envoltu-
ra mientras que el oxigeno libre podria tener, justamente,
un efecto estabilizador.

Independientemente de que estas explicaciones sean
correctas, la invencidn tiene, entre otros, por objeto me-
jorar la estabilidad de tales dispositivos semiconductores.

De acuerdo con la invencidn, la parte de dicho con-
ductor que se extiende dentro de la envoltura es recubierte
con una capé;de esmalte. Lsto se efeetlda preferiblemente
antes del sellado, proveyendo a dicha parte con una capa de
una suspensidén de vidrio que durante el sellado se convier-
te en una capa de esmalte, Da invencidn es particularmente
adecuada para ser usada en la fabricacidn de cuerpos semi-
conductores que tienen un conductor que estd sellado en la
envoltura y que soporta un electrodo en forma de alambre
conectado con el cuerpo semiconductor. La expresidn "conec-
tado" debe entenderse en la presente como significando tan~
to una conexidn electrica solamente, como una conexidn elec-
trica y al mismo ticmpo mecdnica.

La invencidn se refiere ademds,a un cuerpo semicon-
ductor obtenido mediante el uso de los métodos descrip-
tos precedentemente y mds particularmente a un diodo a cris-

tal que tiene una envoltura sellada a través de cuya pared
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es pasado un conductor cuys parte que se exticnde dentro
de la envoltura soporta un electrodo en forma de alambre
que estd concctado con un cucrpo semiconductor, dispositi-
vo que se caracteriza porque esta parte estd recubicria
con una capa de esmalte.

La invencidn serd descripta a continuacidn mds de~
talladamente con roferenciz a una realizacidn mosireda en
las figuras, en que

La figura 1 mucstra en escals aumentada un dicdo
acristal en una vista en corte.

Las figuras 2 a 4 muestran parcialmente en vista
en elevacidn y parciclmente en corte un conductor que so-
porta un electrode en forma de alambre,

La figura 5 es ung vista en corte de un diodo anw
tes del sellado de la envolitura.

La figura 1 muesgtra un diodo a cristal que tiene
un cuerpo semiconductor 1, por ejemplo un cristal unico
de germanio de conductividad #ipo n quc estd asegurado a
un sovorte 2. El soporte estd sellado en un tubo de vidrio
3. Un conducto de punto 4 que estd asesurado al extremo
de un conductor 5 igualmente selladoen la pared de la
envoltura, presiona sobre el cuerpo l. &En lugar de un
contacto de punio, es posible usar un electrodo en for-
ma de alambre localrcnte Fusionado al cuerpo semiconduc-
for. HEste elcetrodo nuede consistir, por ejcuplo, en oro,
lo que es ¢l caso mds perticularmente en los as{ llamaw
dos diodos"™ligados a oro".

A continuacidn se verd que durante ¢l sellado de
la envoltura, el extremo inferior del conductor 5 puede

alcanzar una tenperatura comparativamente alta, por ejem-
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plo, de aproximddamente 6002C. Zste conductor consiste,
por ejemolo, en un micleo ds niquel-hierro y una envoltura
de cobre estando adaptado el coeficiente de expansidn aGcel
conductor al del vidrio y fusiondndose satisfactoriamente
entre si dicha envoltura y dicho vidrio.

A fin de mejorar la estabilidad del diodo es apli-
cads una capa de esmalte indicada con uralinea punteada &
que rodea el extremo inferior del conductor 5 y la parte
adyacente del punto de contacto 4.

Para este fin, el conductor 5, antes de ser sells-
do en la envoliura es recubierto en su extremo inferior
con una capa que consiste de una suspensidn de vidrio,

La figura 2 muestra al conductor 5 provisto con una
perla de vidrio 7 scllada y con un contacto de punto 4.
Este conjunto es sumergido en la suspensidn de vidrio, ‘
quedando vna capa 8 de esta suspensidn sobre la parte ine
ferior del conductor 5 y sobre el contacto de punto 4 (ver
fig. 3 ). Subsecuentemente, la suspensidn es eliminada
por lavado de la parte inferior del contacto de punto 4
sunergiéndola en alcohol ( ver fig. 4 ). Deberia mencio-
narse que la composicidn de la suspensidn de vidrio no es
esencial para la invencidn. En general las susvensiones
comunmente usadas para formar capas de esmalite pueden ser
usadas tambien en este caso.

La capa de suspensidn de vidrio 8 puede entonces
ser couvertida en eswalte por calentamiento, después de
lo cual el conductor puede scr sellado en una envoltura
por medio de la perla de vidrio 7.

Sin embargo, el método de efectia de una manera

muy simple si la caepa dc suspensidn 8 es hecha conver-

-4 -



10

15

20

25

30

tirse en esmalte durante la etapa de sellado.

Para ecste fin, el conjunto mogtrado en la figure
4 es deslizado en la parte ftubular 9 de la envoltura eﬁ
que ya han sido provistos el cuerpo semiconductor 1 y el
soporte 2.

El usual tratamiento de formacidn eléctrica an la
fabricacion de diodos con contacto de punto seguido por
una medieidn de control eléctrica puede realizarse ya en
esta ctapa de la fabricacidn, lo que tiene la ventaja que
la parte del diodo gue no satisface las exigenclas puede
ger usada de nuevo. En diodos "Yligados a oro" el alambx
de oro puede ser fusionado al cuerpo semiconductor tam-
bién en esta etapa.

Subsccuentenente, la parte superior de la envoltu=-
ra es calentada por encine de la temperatura de ablanda—
miento del vidrio, por ejemplo con la ayuda de un elemen-
to calefactor 10. Asi, la perla 7 es sellada en el extre-
mo superior del tubo 9 mientras que al mismo tiempo la
capa de suspensidn 8 es convertida en la capa de esmalte
6 mostrada en la figura 1 en lineas punteadas.

De lo yue antecede es evidente que puede aplicarse
asi una capa protectora & la parte interna del conductor
sin que esté involucrads una modificacidén drdstica o que
regquiera tiempo, del procedimiento de fgbricacién° Tam-
bién serfa posible recubrir dicha parte con una capa prow-
tectora que consiste, por ejemplo en plata por deposicidn
eléctrdnica. Sin embarzo, la aplicacidn de tal capa impli-
caria una modificacidn drdstica del procedimicnto de fa-

bricacidn.



La presente solicitud que corresponde a la presenta-
da en Holanda, con fecha 7 de Octubre de 1.965 bajo el nime-
ro 65-12980, se acoge a los beneficios del Articulo 51 del
vigente Estatuto sobre la Propiedad Indusirial,

N 0. T A

——

10 Los puntos de invencién, propia y nueve, que se presen-
tan pare que sean objeto de esta solicitud de Patente de
Invencidén en Espafia, por VEINTE eafios, son los sigulentess

l.- Método de fabricecidén de un dispositivo semicon-
duector, més particularmente un diodo & eristal o un transis-

15 tor, que tiene una envoltura sellada a través de cuya pared
es pasado al menos un conductor cuya parte que se extiende
dentro de la envo;tura alcanzg una temperatura elevada du=-
rante el sellado CARACTERIZADO porque esta parte es provige
ta con una capa de esmalte,

20 2.~ Método de acuerdo con lareivindicacién 1, CA-
RACTERIZADO porque la parte, antes de ser sellada, es recu-
bierta con una capa de suspensidn de vidrio que durante el
sellado se convierte en una capa de esmaltd;_

3o~ Método de acuerdo con las reivindicaciones 1 §

25 2, CARACTERIZADO porque la cepa de esmalte es aplicada a un
conduector que soporta un electredo en forma de alambre co-
nectado con el cuerpo semiconductor,

4.~ Método de fabricacién de un dispositivo semicon-

ductor.,

30 Tal y como se ha descrito en la Memoria que entecede
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representado en el dibujo que se acompaiia y para los fines
que se han especificado.
La presente Memoria consta de 7 hojas escritas a mée-

quine por una sola de sus ceras.

Madrid, 23 JUN 967

Pino'
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